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Siemens Transistor AF239S Datasheet

AF 239 S

PNP-Mesatransistor fur Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis
900 MHz

AF 239 5 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesatechnik im Gehiuse 18 A 4
DIN 41876 (TO-72), Die Anschllsse sind vom Gehduse elektrisch isoliert, Der Tran-

sistor AF 239 5 ist zur Verwendung in Vorstufen, Misch- und Oszillatorstufen bis
900 MHz geeignet,

Typ | Bastallnummer

AF 2395 | Q62701-F&1

Gewicht etwa 0.4 g

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung —een 15 v
Kollektor-Emitter- Spannung =l ez 20 1)
Emitter- Basis-Spannung —Ugpo 0.3 W
Kollektorstrom I 10 ma
Emitterstrom I 11 ma
Basisstrom Iy 1 mi
Sperrschichttermperatur T 80 *C
Lagerternperatur T, -30bis+75 | "C
Gesamtverlustleistung (T = B8°C) Pior 60 mv
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht = Luft Rinau = 750 grd /W
Kollektorspemrschicht — Transistorgehause Aenao = 400 grd /W
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AF 239 S
Statische Kenndaten (T, = 256°C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:
—Uee =l -Ig g —Uae
v mA wA Io|1g mv
10 2 40 60 (= 10) 360
b B 110 45 400
Kollektor-Emitter- Reststrom (—Uggs = 20 V) —Iegs 0.5 (=<8)| wA
Kollektor-Emitter- Reststrom (—Uceg = 15 V) —Icen = BOOD [T
Emitter- Basis- Reststrom (=Uepa = 0.3 V) e = 100 T8,
Dynamische Kenndaten (7, = 26°C)
Arbeitspunkt:
(=Ic = 2 mA; —Uge = 10V: F = 100 MHz)
Transitfrequenz fy 780 MHz
Kurzschluli- Rickwirkungs- Kapazitat
(=Ig = 2 mA; —Uce = 10V: F = 450 kHz) —120 0,2 pF
Arbeitspunkt: (= = 2 mA; <U-e =10V)
Leistungsverstarkung in Basisschaltung
(f = BOO MHz: A, = 500 Q) Vo 12,5 dB
(f = 80O MHz: A, =2 kQ) Vs 16 (= 125)| dB
{f = 900 MHz; A, = 5000) Vs 12 dB
Rauschmalk
(f = BOO MHz: B; = 60 Q) F =5 dB
Rauschmak
(f = 900 MHz: Rg = 60 Q) F = B dB
MeBschaltung fir Leistungsverstarkung und Rauschen bel f = 800 MHz
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AF 239 S
Temperaturabhingigkeit der Temparaturabhingigkeit des Reststromes
zuldssigen Gesamtverlustisistung Teae = F(Ty):=LUepo = 20V
Piox = FIT): Ry = Parameter m
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Upey = Parametar Ueg = Paramatar
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AF 239 S
Ausgangskennlinian Ausgangskennlinian
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{Emitterschaliung) {Eams&:ha tung)
3 ~
1 o -
/B EERE ] Ao ]
T, / e L i | | LRy --j' o / |
/'Ir' " 2?0 G [ d L !
L A el | ||| T ]/
/ 7 L Bl ' 8
///r.-"“?‘%u_ B ' N f{-«g 7|
L | i |
] -f#“' "‘I-'TEII Ll [ | - §— r‘/fjfj’ G|
4% %
J{f.f"’ 'lﬂl 5
] J,. 8 1% :
| /4% ’ il 1
o
z ..r'/“ . e _-*E-F"" 2 f I
=T | | | d |
1 1 "FE':F'IH"!'J___.A fp=1ma
maEEENR
] L1 1 | [i]= a
0 i 20y -0k -02 0 5 v
= ~Vee ——=lgg

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



